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Parte A: Dimensionamento del circuito (2.5 punti)
A.1 (0.2 pt)
Vour =
A.2 (0.5 pt)
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A.3 (0.3 pt)
Dimostrazione:

Pcarbon film = +

A.5 (0.5 pt)
Dimostrazione:

Valori misurati:
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Parte B: Curve Caratteristiche del transistor JFET (4.5 punti)

B.1 (0.2 pt)
Ips =

B.2 (0.8 pt)
Ips valori della corrente:

Base/Collettoze H I J K L M N w
(Ga-
te/Drain)
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B.3 (0.2 pt)
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B.4 (1.2 pt)
Usa le colonne vuote per inserire i fattori di correzione che ritieni necessari.
Gate A: Vs = Rps =

Punti  del | V Vi Vs Ips
Colletto-
re/Drain

Gate B: Vg = Rps =

Punti  del | Vi, Vi Vs Ips
Colletto-
re/Drain
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B.4 (cont.)
Gate C: Vg = Rps =

Drain point | V,, Vi Vs Ins
Gate D: VGS - RDS -

Drain point | V,, Vi Vs Ips
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B.4 (cont.)
Gate E: Vg = Rps =
Drain point | V,, Vi Vs Ins
Base/Gate F: Vg5 = Rps
Punti  del | V,, Vi Vs Ips
Colletto-

re/Drain
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B.4 (cont.)

Base/Gate G: Vg = Rps =
Punti  del | Vo Vi Vs Ins
Colletto-
re/Drain

Base/Gate V: Vg = Rps =
Punti  del | Vg, 74 Vs Ips
Colletto-

re/Drain
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B.5 (0.5 pt)
Curve di output:




Experiment

Y.~V Iph0 2018 -
N Lisbon, Poctugal

Italian (Italy)

B.6 (0.5 pt)

Grafico: Rps(Vgs)
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B.7 (0.3 pt)
Curva di trasferimento:

B.8 (0.4 pt)

Ipss =

Vp =

B.9 (0.4 pt)

Transconduttanza misurata: g =

Transconduttanza calcolata dal modello JFET: g =
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Parte C: Il Transistor a strato sottile di carta (2.0 punti)

C.1 (0.8 pt)

Tejosed =
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C.2 (1.2 pt)
Grafico: Ipg(t)

Grafico ulteriore per determinare 7;:

7-1:




Experiment

") 1Pho 2018
Lisbon, Poctugal

A1-14

Italian (Italy)

Parte D: Circuito Inverter (1.0 punto)

D.1 (0.5 pt)

RL:

VOUt
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D.2 (0.5 pt)
Grafico: V (Vi)




